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 Ишдя 953 SeGaCu  цчгат бирляшмясинин монокристалы алынмыш вя онун 

оптик хассяляри тядгиг олунмушдур. Оптик хассялярин тядгигиндян мцяййян 
олунмушдур ки, бу цчгат бирляшмя эюрцнян ишыг областында ишыьа даща чох щяс-
сасдыр вя бу кристалдан эюрцнян ишыг областында ишляйя билян фоторезистор щазыр-
ламаг мцмкцндцр. 953 SeGaCu  ясасында фоторезистор щазырланмыш вя ондан 

реле мцщафизя системиндя идаряедиъи елемент кими истифадя олунмушдур.  
 
 Мцасир електрон сянайесиндя електрик сигналларынын эцъляндирилмяси 
вя чеврилмясиндя йарымкечириъи елементляр эениш практик ящямиййятя малик-
дир [ ].2,1  Тятбиг сащясиндян вя конструксийасындан асылы олараг идаряедиъи 
гурьуларда нюгтяви вя мцстяви конструксийалы йарымкечириъи елементлярдян 
истифадя олунур. Йарымкечириъиляр електроникасынын сцрятли инкишафы щямчинин 
чох функсийалы ъищазларын вя гурьуларын ишлянмясини вя щазырланмасыны тяляб 
едир. Бу тялябатын юдянилмясиня мювъуд йарымкечириъи материалларын щяртя-
ряфли тядгиги вя йени материалларын алынмасы йолу  иля наил олунур. Бу бахым-
дан эениш температур вя дальа узунлуьу областында хариъи факторлара даща 
чох щяссас олан вя стабил характеристикалы йарымкечириъи бирляшмялярин алын-
масы практик бахымдан даща чох актуалдыр.  

Сон вахтлар йцксяк еффективли эцняш елементляринин щазырланмасында 
истифадя олунан Ы-ЫЫЫ-ВЫ груп елементляри ясасында синтез олунмуш цчгат 
щалкоэенид йарымкечириъи бирляшмялярин тядгигиня мараьы даща да артыр-
мышдыр. Йцксяк фотощяссаслыьа малик олан бу материаллар физики-кимйяви 
параметрляриня эюря чохфунксийалы ъищазларын щазырланмасында эениш 
перспективя маликдирляр. Мящз бу бахымдан щалкоэенид ясаслы 

953 SeGaCu  цчгат бирляшмяляри эениш практик ящямиййят кясб едир. [ ]4,3  

ишиндя мцяллифляр 953 SeGaCu  бирляшмясинин бязи оптик хассяляри тядгиг 

едяряк бу тип бирляшмялярин эюрцнян ишыг областында ишыьа даща щяссас 
олмасыны мцяййян етмишляр. Тядгиг олунан бирляшмянин беля кейфиййяти  бу 
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етмишляр. Тядгиг олунан бирляшмянин беля кейфиййяти  бу материаллары ясасян 
эцняш батарейаларынын щазырланмасында даща перспективли едир. Амма бу 
кристалдан щямчинин ишыгла идаря олунан системлярдя дя идаряедиъи елемент 
кими истифадя етмяк мцмкцндцр. 
  953 SeGaCu  кристалы тямизлик дяряъяси  99,9998 олан Cu , 99,999 

олан Ga  вя 99,9999 олан Se -дян истифадя олунараг тядриъи сойутма вя зо-
налы кристаллашма методу иля алынмышдыр [ ]5 . Бирляшмянин синтези мцяййян 
стехиометрик тяркибдя эютцрцлмцш компонентлярин кварс ампулада бирэя 
яридилмяси иля апарылмышдыр. Монокристалын алынмасында уйьун зоналарда 
температур режими  уйьун олараг 11000Ъ вя 9600Ъ олмушдур. Техноложи  
просесдян  асылы олараг хцсуси мцгавимяти фяргли олан ики тип – алчагомлу 
вя йцксякомлу нцмуняляр алыныр. Фотоелектрик юлчмяляр цчцн нцмуняляр 
монокристал кцлчясиндян паралелопипед шяклиндя кясиляряк онларын сятщи 
хцсуси гайдада ишлянмиш вя оптик тядгигат цчцн нцмуняйя эцмцш пастасы 
иля ъяряйан контактлары вурулмушдур. Юйрянилян нцмуняляр цчцн фотокечи-
риъилийин тядгиги модулйасийа олунмуш ишыгла апарылмышдыр. 1-ъи шякилдя 

953 SeGaCu  кристалы цчцн уйьун олараг 230 К  (1-ъи яйри) вя 300 К (2-ъи 

яйри) температурларында фотоъяряйанын спектрал асылылыглары  эюстярилмишдир. 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Шякил 1. 953 SeGaCu  кристалы цчцн KT 230=   (1) вя   отаг  тем-

пературунда(2)  фотоъяряйанын спектрал асылылыьы 
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 Шякил (1)-дян эюрцнцр ки, KT 230=  температурда спектрал асылылыгда цч 
характерик област мцшащидя олунур. Бурада биринъи област спектрин узун 
дальа интервалына ( eV65.15.1 ÷  енержи интервалына)  уйьун эялир вя  спек-
трин узундальа кянары бир гядяр йайылдыьындан асылылыг експоненсиал гануна 
табе олмур. Буна сябяб чох эцман ки, кристалда чохлу сайда мяхсуси де-
фектлярин олмасыдыр.  
 KT 230=  температурунда чыхарылан спектрал асылылыгда  енержиляри 

уйьун олараг 71.1;6.1  вя eV92.1  тяртибиндя олан  пикляр йараныр. Бура-

да енержинин  eV92.1  гиймяти чох эцман ки,  зона - зона кечидиня 
уйьундур, чцнки бу пик температурдан асылы олараг йерини дяйишмир (2-ъи 
яйри). Тядгигатдан мцяййян олунмушдур ки, 953 SeGaCu  кристалынын  фото 

щяссаслыьы температурдан асылыдыр вя онун щяссаслыьы температурун артмасы 
иля артыр. Тядгиг олунан 953 SeGaCu  монокристалынын спектрал щяссаслыьы 

KT 230=  температурда енержинин eV3.24.1 ÷  диапазонуну ящатя едир. 
Амма температурун артмасы иля бу диапазон бир гядяр йыьылыр.  

Тядгиг олунан нцмунянин оптик хассяляри онлардан мцхтялиф идаряе-
диъи ъищазлар щазырламаьа имкан верир. Беля ъищазлардан бири дя  

953 SeGaCu  базасында щазырланмыш вя оптик шцаланманы гябул едя билян 

фоторезистордур.  
Йарымкечириъи ъищазларын щазырланма технолоэийасында, лазыми кей-

фиййятли материал вя назик тябягя алмаг мягсядиля кристалларын ашгарланмасы 
цчцн мцхтялиф методлардан истифадя олунур. Материалларын йцксяк темпера-
турда ашгарланма просесинин идаря олунмасынын чятинлийи вя просес заманы   
нцмунянин бязи гиймятли хассяляринин кейфиййятъя ашаьы дцшмяси даща йени 
цсуллардан истифадя етмяйи тяляб едир. Бу мягсядля ишдя 953 SeGaCu  ясасын-

да фоторезистор  щазырланмасында  эцълц вя стабил лазер шцаланма мянбяйин-
дян истифадя олунмушдур. Тядгигатдан щямчинин мцяййян олмушдур ки, 

953 SeGaCu  монокристалынын хассялярини лазер ишлянмяси иля лазыми истига-

мятдя идаря етмяк олар. 953 SeGaCu  монокристал кцлчясиндян кясилмиш 

нцмуня лювщяси лазер шцалары иля  ишляняряк нцмунядя мцяййян температурда 
pn −  структуру йарадылмыш вя  [ ]6  ишиндя эюстярилмиш методика ясасында фо-

торезистор щазырланмышдыр. Бу мягсядля лювщянин кянарларына кцтля нисбяти  3: 
1: 9 олан PbInSn ++  яринтисиндян щазырланмыш контакт вурулмушдур. Фо-
торезисторун фотощяссас елементи метал юртцйцн ичярисиня йерляшдирилдикдян 
сонра цзяриндя хцсуси технолоэийа иля йарышяффаф  эцзэц сятщи йарадылыр. Щазыр 
фоторезисторун схематик гурулушу 2-ъи шякилдя эюстярилмишдир. Оптик гябуле-
диъи фоторезисторларын ясас кейфиййят хцсусиййятляри онларын щамысы цчцн 
цмуми олан параметр вя характеристикаларла гиймятляндирилир. Просес заманы 
шцаланма селинин тясири иля дахили фотоеффект ясасында фоторезисторун мцгави-
мяти дяйишир. 953 SeGaCu  ясасында щазырланмыш фоторезистор башга йарым-
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кечириъи бирляшмяляр ясасында щазырланмыш фоторезисторлардан фяргли олараг  
эцъц 4 Вт олан лазер шцаланма сигналыны електрик ъяряйанына чевиря билир. Она 
эюря дя бу бирляшмя ясасында щазырланмыш фоторезистордан лазер гурьусунда 
фотоелемент явязиня истифадя етмяк олар.  

 

 
 

Шякил 2. 953 SeGaCu   

базасында щазырланмыш фоторезисторун схематик гурулушу. 
1-йарымкечириъи материал, 2-юртцк, 3-йарымшяффаф эцзэц, 4- контактлар. 

 
Фоторезисторун сигналы гябул етмя вахтыны  (щисс етмя вахтыны) характе-

ризя едян −τ  заман мцддяти фоторезисторда истифадя олунан ишыьа щяссас 
тябягяни тяшкил едян йарымкечириъидяки йцкдашыйыъыларын релаксасийа мцддяти 
иля тяйин олунур. Бу мцддяти практик олараг еля гейри-ясас йцкдашыйыъыларын 
релаксасийа мцддятиня бярабяр гябул етмяк олар.  Фоторезисторун тезлик ха-
рактеристикасы да щямчинин йцкдашыйыъыларын релаксасийа мцддятиндян асылыдыр.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, 953 SeGaCu  базасы ясасында щазырланмыш фоторези-

сторун релаксасийа мцддяти тягрибян san610−  тяртибиндядир. Релаксасийа 
мцддятинин бу гиймяти мялум фоторезисторлар арасында гянаятбяхш сайылыр. 
 Йарымкечириъи эцъляндириъиляр ясасында ишляйян идаряедиъи схемлярин 
тякмилляшдирилмяси бир даща сцбут едир ки, идаряедиъи системлярин етибарлы ишля-
мяси тятбиг олунан йарымкечириъинин характеристикаларындан кяскин асылыдыр. 

953 SeGaCu  ясасында щазырланмыш фоторезисторла идаря олунан реле-

мцщафизя гурьусунун принсипиал блок схеми 3-ъц шякилдя эюстярилмишдир. 
Трансформаторун чыхышында алынан 12 Волт дяйишян ъяряйан диод кюрпцсц, 1C  

конденсатору вя 1D  стабилтрону васитясиля дцзляндириляряк фоторезистора, 
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2DA  ямялиййат эцъляндириъисиня ( 3554CAK  компараторуна) вя реле систе-

миня верилир. Иш просесиндя ямялиййат эцъляндириъисинин бир эиришиня  P  потен-
сиометри иля мянфи дайаг потенсиалы верилир. Схемдяки П-потенсиометри щям 
дя реленин щяссаслыьыны идаря едир. Ямялиййат эцъляндириъисиня фоторезистордан 
дахил олан сигнала уйьун олараг Т- транзистору К- релесини идаря едир. Ком-
параторун диэяр эиришиня щяссас елементдян (фоторезистордан) вя 1R  резисто-
рундан ибарят эярэинлик бюлцъцсцндян потенсиал верилир. Просес заманы ком-

паратор онун эиришиня верилян эярэинликляри мцгайися едир вя +U > −U  

олан щалда  npn −−  типли T  транзистору ( 815KT  типли) ачылыр вя +U < 

−U  олан щалда ися T  транзистору баьланыр. Нятиъядя T  транзистору юз нюв-

бясиндя K  релесини ишя салыр. Схемдя 1R  резистору щяссас елементя уйьун 

сечилир. Беля ки, идаряедиъи системин даща етибарлы ишлямяси цчцн 1R  резистору-
нун мцгавимяти фоторезисторун мцгавимятиндян ян азы 5 дяфя бюйцк олма-
лыдыр. Эюстярилян беля реле-мцщафизя гурьусу ишыгла идаря олунан дюврялярин 
идаря олунмасында  истифадя олуна биляр. 

 
 

Шякил 3. 953 SeGaCu  монокристалы ясасында щазырланмыш фоторезисторла  

ишляйян реле-мцщафизя гурьусунун принсипиал схеми. 
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ФОТОРЕЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ  ТРОЙНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ 953 SeGaCu  
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А.Б.АМРАЛИЕВ, К.Ю.НУРУЛЛАЕВ 
 

АННОТАЦИЯ 
 
 В работе получены монокристаллы тройных полупроводниковых соеди-
нений 953 SeGaCu  и исследованы их оптические свойства. Из исследования 
оптических свойств найдено, что эти тройные соединения более чувствительны к 
свету в видимой области, и из этого кристалла возможно изготовление фоторези-
сторов, работающих в видимой области света. На основе  953 SeGaCu  получен   
фоторезистор, который был использован как управляющий элемент в системе 
релейной защиты. 
 
       
 

UISING  OF  PHOTORESISTORS FABRICATED ON THE BASE OF 

953 SeGaCu  
 

A. Q. HUSEYNOV,  R.M. MAMEDOV,  
A. B.AMRALIEV, K. Y. NURULLAYEV  

 
ABSTRAСT 

 
In this paper the single crystals of ternary compounds 953 SeGaCu  have been 

prepared and their optical properties was  investighed. It is found from the optical 
investightions, that these compounds are more sensitive to visible light, and to fabrico te 
photoresistors on the base of this crystal, of the visoble region of spectrum. On the basis 
of 953 SeGaCu  is fabricated photoresistors, which it used control element in the rele 
recording systems. 
 
 
 
  


